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@ Elektronlaches Bauelement und Verfahren zur Heretellung eines elektronlsohen Bauelements 


Die Erfindung betrifft ein Verfahran zur Hereteflung atnes 
elektrontschen Bauelements und ein eleletrontsQhea Bauate* 
ment bar dam sin Stand ardzulettungsrahman varwandot 
wird, deasan zur Aufnahme efnea Intagrlertan Schaltkrelae* 
geeignete In&ol grd&enmd&lg an die Grundfl&che dai Inta- 
grierten Schaltkreiaes angepa&t wird, urn but dlaca Walae 
GdhausBverbiogungan zu minlmfersn und xu verftlndem. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eines elektronischen Bauelements und ein elektroni- 
sches Bauelement, insbes ndere duiuie QFPs, bei dem 
ein standardisierter Zuleitungsrahmen und ein tntegrier- 
ter Schaltkreis verwendet und in eine GieB- Oder PreB- 
rnasse eingebettet werdea 

Oberflachenmomierte elektronische Bauelemente, 
aucb SMD-Baueleraente genannt, werden ublicherwei- 
se in ein Gehause aus einer KunststoffpreBmasse einge- 
bettet, aus dem die elektronischen AnsehJQsse herausge- 
fiihrt werdea Je nach Anzahl der bendtigteu AnschlOsse 
entsprechen diese Geh&use einer Norm mit festgelegten 
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dem darauf befestigten integrierten Schaltkreis in eine 
GieB- oder PreBrnasse eing bettet und diese wird so 
zentriert daB oberhalb des Schaltkreises und unterhalb 
der Insel jewels gleich viel PreBrnasse v rhanden ist 
ELd Obemand der Insel ttber die Grundflache des inte- 
gri rten Schaltkreises. durch den eine Asyxnmetrie in 
der PreflmassenverteDung entstehen wurde, wird dabei 
weitestgehend vermieden. Durch diese Ausbildung wird 
erreicbt, daB beim auftretenden Reakttonsschrumpf der 
PreBrnasse am Umfang des integrierten Schaltkreises 
zwiscben dessen Rand und dem Inselrand keine Span- 
nungen auf treten, die zu einer Geh&useverwolbung fun- 
ren, 

Bevorzugt wird der Zuleitungsrahmen mit der dann 


Abmessungen, urn so eine standardisierte Herstellung \s etastuckig ausgebildeten Insel gestanzt, urn die Insel auf 
und automatische BestOckung von Platinen zu ermagli- die erwtoschte GrtiQe zu bnngen. Alternate 1st auch 
chen. Die Abmessungen dieser Geb&use sind in deut- die Bearbeitung des Zuieitungsrahmens und der Insel 
schen und internauonalen Norraen festgelegt Die Zu- raitAtzprozessenmogKch. ^ 
leitungsrahmen (Leadf rames), die zur exakt positionier- Die Anpassung der Insel findet gunstigerweise nach 
ten Einbettunc der elektrischen Anschlusse verwendet 20 Herstellung der Standardleadframes start, weil dann 


werden, sind ebtnfalls standardisiert In der Mitte dieser 
Zuleitungsrahmen sind Inseln vorgesehen, auf denen die 
integrierten Schaltkreise befestigt werdea Zuleitungs- 
rahmen und inte g rierter Schaltkreis wer den dann z u- 
saramen in dem Gehause aus PreBrnasse eingepreBt 
Aufgrund der unterschiedlicben Ausdehnungskoeffi- 
zienten der Eisen/Nickel-Legierung, die Gblicherweise 
fur den Zuleitungsrahmen verwendet wird* des Suizium- 
Chips, der den integrierten Schaltkreis bildet, und der 
PreBrnasse des Gehfiuses und dem auflerdem noch auf- 
tretenden Reaktionsschrumpf der PreBrnasse kommt es 
zu Spannungen. Dadurch kommt es insbesondere bei 
groBen flaehen Geh&usen (dunne QFPs, auch TQFPs 
genannt) zu diagonalen GehauseverwOlbungen von bis 
zu 100 urn 

Man versucht diese Gehausedurchbiegung oder W#l- 
bung, auch Warpage genannt, durch Verwendung von 
speziellen Inseldesigns zu unterbinden. Dabei werden in 
die Inseln, die zentral in den Zuleitungsrahmen (Lead- 


weiterhin nur ein kompletter standardisierte r Zulei- 
tungsrahmen verwendet werden muB. Andererseits 
kann die GrdBenanpassung der Insel auch bereits in den 
HerstellungsprozeB des Zuieitungsrahmens integriert 
weTden, wobei~dann jedoch verschiedenc angepaBte 
Zuleitungsrahmen mit Inselgrofien, die an die jeweilige 
GraGe des integrierten Schaltkreises angepaBt sind, 
hergestellt werden mOssen. Die Werkzeuge zur Herstel- 
lung des Zuieitungsrahmens sind modular aufgebaut, 
urn eine Anpassung der InselgrGBe eirtfach durchfuhrcn 
zukdnnen. 

(Jblicherweise wird die Insel auf eine GrdBe redu- 
ziert, die ecwas groBer als die des integrierten Schalt- 
kreises ist Der integrierte Schaltkreis wird n&mlich be- 
35 vorzugt durch KJeben mit einem Silberieitkleber auf der 
Insel befestigt Der dann zwiscben integriertem Schalt- 
kreis und Insel hervortretende KJeber wird kontrolliert 
und dient als MaB fur eine korrekte Befestigung. Im 
Bereich des Inselttberstands bildet sich eine Hohlkehle 
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frames) angeordnet sind, Ldcher oder Schlitze ange- 40 aus,dieoptischgutzukontroUierenist 
bracht oder die Inseln unteratzt oder Riefen in die In- ~ — u J ~ v„ 
seln cingeatzt Auch die Verwendung von Kupferzulei- 
tungsrahmen ist schon versucht worden, urn die Geh&u- 
severwOlbung zu minimieren All diese Ldsungen crfor* 
dem jedoch entweder neue oder gefinderte Montage- 45 
prozesse, oder sie sind nur mit geatzten und nicht mit 
gestanzten Leadframes durchfOhrbar, oder sie fiihren zu 
einer Rcduzierung der Steifigkeit der AuBenanschlusse, 
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren und ein elektronisches Bauelement der ein- 50 
gangs genannten Art zu schaffen, welches auf konstruk- 
tiv einfache Weise die Geh&usetlurchbiegung minimiert 
Die Lflsung dieser Aufgabe erfolgt verfahrensmaBig 
gemaB den Merkmalen des Anspruchs 1 und vorrich- 

mf* m %i f% J 1 ■ 1 ■ n 1! nL. \A & ml* «m qIam 


Durch das erfindungsgemfiBe Verfahren wird ein 
elektronisches Bauelement mit einem integrierten 
Schaltkreis und einem standardisicrten Gehause aus 
GieB- oder PreBrnasse, in welches der integrierte 
Schaltkreis eingebettet 1st, und mit einem Zuieitungs* 
rahmen, der eine zentrale Insel zur Aufnahme des inte- 
grierten Schaltkreises aufweist, hergesteDt Dieses elek- 
tronische Bauelement zetchnet sich dadurch aus, daB die 
Insel im wesentlichen bfindig mit dem imegrierten 
Schaltkreis abschheBt, und daB der Abstand zwiscben 
der Oberseite des Gehfiuses und dem integrierten 
Schaltkreis dem Abstand zwiscben der Unterseite des 
Gehauses und der Insel entsprichL FaUs die Insel grdBer 
als der darauf befestigte integrierte Schaltkreis ist, so 


tungsmaBig gemafl den kennzeichnenden Merkmalen 55 ergeben sich im Bereich des Inseluberstandes eine un 
0 0 — - - • ■ ■ terschiedliche PreBmassendidce zwisdien der Insel 


des Anspruchs 5. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in 
den UnteransprQchen beschrieben. 

Nach dem Grundgedanken der Erfindung wird bei 
dem Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauelements ein standardisierter Zuleitungsrahmen mit 60 
einer vorgegebenen Anzahl von Zuleitungen und einer 
zentralen Insel zur Aufnahme eines integrierten Schalt- 
kreises verwendet, wobei jeder Zuleitungsrahmen fur 
eine Gruppe von verschieden groBen 


oborseite und der Gehftuseoberscite einerseits und der 
[nselunterseite und der GehSuseunterseite andererseiu. 
Dieser Dickenunterschied verursacht im Zusammenwir- 
ken mit dem steif en Zuleitungsrahmen aus einer speziel- 
len Metallegierung Spannungen in dem Gehause, die 
sich in der Gehftuseverwalbung auswirken. 
ADein das Verh&ttnis von der Grundflache des inte- 
C ui« Gruppe von verschieden groBen integrierten grierten Schaltkreises zur InselfUiche bestimmt bei 
Schaltkreisen geeignet ist Die Insel wird dann auf eine es sonst gleichen Materialien, Ferogungsejuipment, Pro- 
GrdBe reduziert die im wesentlichen der GrdBe des zessen und ProzeBparametern den Grad dejrGehause- 
jeweUs verwendeten integrierten Schaltkreises ange- ve^^e* 0 ^^^^^?^ 1 ^ 36 IS?_^f!?:.I! 
paBt ist AnsehlieBend wird der Zuleitungsrahmen rait 


jeweilige Grundflache des integrierten Schaltkreises 
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werden die Spannungen zwischen integriertem Schalt- 
kreis, Zuleitungsrahmen und PreBmasse so ausbalan- 
ciert, daB die GehauseverwSlbung je aach Verhaitnis 
der Flachen zueinander reduziert oder beseitigt wird. 

Urn zu einer besonders guten Minimierung der Ge- 
hausewdlbung zu gelangen, wird die Insel bundig ab- 
schlieflend mit dem aufgebrachten integrierten Schalt- 
kreis ausgebildet Insel und integrierter Schaltkreis wei* 
sen dann also exakt die gleiche GrdBe auf. Dadurch sind 
an alien Stellen im Gehause die PreBmassendicken zwi- 
schen der Oberseite des integrierten Schaltkreises und 
dem oberen Gchauserand und der Unterseite der Insel 
und dem unteren Gehauserand gleich grofl und die 
Spannungen kompensieren sich gegenseitig. Der Bime- 
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ist lediglich urn einen kleinen Oberstand grdBer als die 
Grundflache des integrierten Schaltkreises 1, so daB der 
zurn Befestigen des integrierten Schaltkreises 1 auf der 
Insel 4 verwendete Klebstoff ausweichen kann und auf 
dem Oberstand eine Hohlkehle 5 bildet Diese Hohlkeh- 
le 5 bildet einen geeigneten Kontrollparameter zur 
Oberwachung einer optiraalen Verklebung des inte- 
grierten Schaltkreises 1 mit der Insel 4. Der Gesamtzu- 
leitungsrahmen 2 ist hdhenmaBig so angeordnet dafi die 
Zuleitungen 3 ebenfalls zentriert in dem Gehause 6 an- 
geordnet sind Oberhalb und unterhalb der Zuleitungen 
erstrecken sich also Gehausebereiche mit gleicher Dik- 
ke, die in der Figur mit c be2eichnet ist Die Insel 4 ist 
also gegenOber den Zuleitungen 3 erfindungsgemaB ab- 


tall-Effekt, der sich durch die verschiedenen Ansdeh- 15 gesenkt und zwar in einer der HOhe des integrierten 
1— ^ - ~'- J J L J — Schaltlcreises 1 angepaflten Weise. Diese hdhenmaBige 

Anpassung ist bel der Hersteliung des Zuleitungsrah- 
mens 2 und der Verbindungen zwischen den Zuleitun- 
gen 3 und der Insel 4 zu berOcksichtigert 
20 In F|g* 2 ist ein erfindungsgemaBes dektronisches 
Bauelement mit einem kleinen integrierten SchaJtkreis 
11 dargestellt Dazu wird die Insel 14 entsprecbend dem 
kleineren integrierten Schaltkreis 11 angepafltund dem- 
entsprMhend kieiner ausgebildet Das Verhaitnis der 


nungskoeffizienten ergibt wird durch den symme- 
trischen Aufbau vermieden. 

In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung kann es 
vorteilhaft sein, die Insel etwas grdBer als den integrier- 
ten SchaJtkreis auszubEden, wobei der integrierte 
Schaltkreis auf die Insel aufgekiebt wird und der austre- 
tende Kleber dann auf dem uberstehenden Inselrand 
eine Hohlkehle bildet, mit deren Ausbildung kontrollier t 
werden kann, ob der integrierte Sehaitkreis korreki auf 


der Insel verklebt ist Besondcrs gfinstig ist es dabei, die 23 Grundflache des integrierten Schaltkreises It zur Insel 
Fnsel so auszubilden, daB das Verhaitnis von der Grund- 14 betrSgt 0,9 : 1. Die Insel 14 ist innerhalb des Zulei- 
flache des integrierten Schaltkreises zu der Insel etwa tungsrahmens 2 gegenuber den Zuleitungen 3 so abge* 
0,9 : 1 betragt senkt, daB sowohl oberhalb und unterhalb der Zuleitun- 

Die Insel ist in der vorliegenden Erfindung als durch- gen 3 Gehausebereiche mit gleicher Dicke c entstehen 
gehende, unstnikturierte Flfiche ausgebildet Dadurch 30 und auch oberhalb und unterhalb des integrierten 


45 


wird sichergestelk, daB die Dicke der PreBmasse ober- 
halb und unterhalb des integrierten Schaltkreises und 
der Insel gleich groB ist AuBerdem entfallen die im 
Stand der Technik vorgesehenen Strukturierungen und 
spezieHen Designs der Insel. 

In einer anderen Ausfuhr ungsf o nn der Erfindung 
konnen die Zuleitungen bis an die Insel herangefOhrt 
ausgebildet sein. Dies ist insbesondere bei sehr kleinen 
integrierten Schaltkreisen vorteilhaft bei denen sonst 
ein zu groBer Abstand von den Zuleitungen bis zur Insel 40 
entstehen wtlrde und Probleme bei der weiteren Kon* 
taktierung auftreten kttnnten. 

Nachfolgend werden verschiedene Ausfukrungsbei- 
spiele der Erfindung anhand einer Zeichnung weiter cr- 
lautert Im einzelnen zeigen die schematiscfaen Darstel- 
lungen in: 

Fig. 1 eine seitlkhe Schnittansicht eines erftndungs- 
gemaBen Bauelements mit groBem integrierten Schait* 
kreis; 

Fig. 2 eine seithche Schnittansicht durch ein erfin- 
dungsgemafles Bauelement rait einem kleinen integrier- 
ten Schaltkreis; und 

Fig. 3 eine seitliehe Schnittansicht durch ein erfin- 
dungsgemaBes Bauelement mit einem kleinen integrier- 
ten Schaltkreis und bQndig abschlieBender InseL 

In Fig, 1 ist ein Querschnitt durch ein elektronisches 
Bauelement dargestellt, in dem ein Zuleitungsrahmen 2 
verwendet wird, der insbesondere aus den Zuleitungen 
3 und einer Insel 4 besteht Auf der Lose) 4 wird ein 
integrierter Schaltkreis 1 befestigt und Zuleituogsrah- 
men 2 und integrierter Schaltkreis 1 dann in ein Gehau- 
se 6 aus PreBmasse eingebettet Dabei wird der Schalt- 
kreis 1 und die Insel 4 hehenmaflig so angeordnet, daB 
Gehausebereiche 7 und 8 entstehen, die jeweiis eine 
Dicke a und b aufweisen, di gl ich groB sind Dabei ist 
erfindungsgemaB die GrOBe der Insel 4 der Grundflache 
des integrierten Schaltkreises 1 angepafit worden, so 
daB diese im wesentlichen ftbereinsumrnen. Die Insel 4 


Schaltkreises 1 1 und der Insel 14 Gehausebereiche 7 mit 
der Dicke a und Gehausebereiche 8 mit der Dicke b 
entstehen, wobei a « b gilt Auch in diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel wird ein geringer Oberstand der Insel 14, 
35 an dem infolge des Reaktionsschrumpf es der PreBmasse 
Spannungen auftreten, in Kauf genommen, urn auf die- 
sem InselQberstand eine Hohlkehle 3 erzeugen zu kdn- 
nen, die ein wichtiger Kontrollparameter bei der Her- 
steliung ist 

Eine andere Ausfohrungsform der Erfindung ist in 
Fig. 3 dargestellt in der ebenfalls ein kleiner integrierter 
Schaltkreis 11 mit einer bOndig abschliefienden Insel 24 
dargestellt ist In diesem Beispiel sind Oberhaupt keine 
Gberstehenden Inselbereiche vorhanden, an denen 
Spannungen infolge des Reaktionsschrumpfes der PreB- 
masse auftreten kttnnten. 

In den Figuren sind lediglich integrierte Schaltkreise 1 
und 11 mit zwei verschiedenen Gr6Ben dargestellt Es 
verstehi sich jedoch, daB fur ein standardisiertes und 
50 genormtes Gehause 6 eine gauze Gruppe von integrier- 
ten Schaltkreisen mit unterschiedlichen GrdBen zurn 
Einsatz kommt Entsprechend der GrdBe der Grundfla- 
che des integrierten Schaltkreises wird die Insel grOBen- 
maBig angepaBt, so daB der Standardzuleitungsrahmen 
5s erfindungsgemaB weiterverarbeitet wird und fur eine 
ganze Gruppe unterschiedlicfaer integrierter Schaltkrei- 
se einsetzbar ist, ohne daB es zu einer Gehluseverwol- 
bung kommen wOrde. Bei den vorstehend beschriebe- 
nen Gchausen handeh es sich um groBe dflnne quadrati- 
sche Gehfluse, sog. TQFPs, mit beispielsweise 176 Zulei- 
tungen, die an alien vier Seiten aus dem quadratischen 
Gehause herausgefOhrt werden. 


60 


65 


Patentansprdche 

1. Verfahren zur Hersteliung eines elektronischen 
Bauelements, insbesondere einen dtmnes QFPs, bei 
dem 
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— cin standardisierter Zuleitungsrahmen (2) 
mit einer v rgegebenen Anzahl von Zuleitun- 
gen (3) fflr eine Gruppe von verschieden gr - 
Ben integrierten Schaltkrcisen (t, It) herge- 
stellt wird, wobei der standard isierte Zulei- 5 
tungsrahmen (2) mit einer zentralon Insel (4, 
14, 24) vorgegebener maximaler Grafie zur 
Aufnahme von eincm der integrierten Schalt- 
kreisc (1, 11) aus dieser Gruppe ausgebildet 
wird, 10 

— die Insel (4, 14, 24) entsprechend der Gnind- 
flachc des jeweUs verwendeten integrierten 
Schaltkreises (1, 11) verkleinert wird, 

— der integrierte Schaltkreis (1, H) auf der 
Insel (4, 14. 24) befestigt wird, und is 

— der Zuleitungsrahmen (2) mit dem auf der 
Insel (4, 14, 24) bcf estigten integrierten Schalt- 
kxeis (1, 11) in cine GieS- oder PreBmasse ein- 
gebettet wird, wobei die Einheh aus Insel und 
integriertem Schaltkreis hdhenmaBig zentriert 20 
wird 

2. Verfahreo nach Ansprucb 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Zuleitungsrahmen mit der darin 
aus gebildeten I nsel (4 , 14, 2 4 ) gestanzt wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 25 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der inte- 
grierte Schaltkreis (1, 11) auf die Insel (4, 14, 24) 
auf geklebt wird 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprilche, dadurch gekennzeichnet, daB die Befesti- 30 
gung des integrierten Schaltkreises (1, 11) auf der 
Insel (4, 14, 24) anhand heranstretenden KJebers 
kontrolliert wird 

5. Elektronisches Bauelement mit einem integrier- 
ten Schaltkreis (1, 11) und einem standardisierten 35 
GeMuse (6) aus GieB- oder PreBmasse, in welches 
der integrierte Schaltkreis (1, 11) eingebettet ist 
und mit einem Zuleitungsrahmen (2). der eine zen- 
trale Insel (4, 14, 24) zur Aufnahme des integrierten 
Schaltkreises aufweist wobei die Insel so ausgebil- 40 
det ist, daB eine Gehausedurchbiegung vermieden 
wird, dadurch gekennzeichnet, daB die Insel (4, 14, 
24) im wesentlichen bttndig abschlieflend mit dem. 
integrierten Schaltkreis (1, 11) ausgebDdet tst, und 
daB die Dicke des Gehausebereiches (7) oberhaib 45 
des integrierten Schaltkreises (1.11) gleich der Dik- 
ke des Gehausebereiches (8) unterhalb der Insel (4, 
14, 24) ist. 

6. Elektronisches Bauelement nach Ansprucb 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Insel (4, 14) etwas 50 
grdBer als der Chip (1, 11) ist 

7. Elektronisches Bauelement nach einem der An- 
spriiche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB der 
integrierte Schaltkreis (1, 11) auf die Insel (4, 14) 
aufgeklebt ist und der ausgetretene KJebstoff am 5s 
integrierten Schaltkreis (1, 11) eine Hohlkehle (5) 
bildet 

8. Elektronisches Bauelement nach einem der An- 
spruche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Verhaltnis der Grundfiache des integrierten Schalt- 60 
kreises zur Inselflache etwa 03 : 1 betragt 

9. Elektronisches Bauelement nach einem der An- 
sprQche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Insel (4, 14, 24) als diirchgehende, unstrukturierte 
Flache ausgebildet ist 65 

10. Elektronisches Bauelement nach einem der An* 
sprCtche 5 bis 9. dadurch g kennzeichnet daB die 
Zuleitungen (3) bis an die Insel (4. 14, 24) herange- 


010 Al 
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fiihrt ausgebildet sind. 

11. Elektronisches Bauelement nach einem der An- 
sprttche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Zuleitungen (3) hohenmaBig zentriert in dem Ge- 
hause (6) angeordnet sind und die Insel (4, 14, 24) 
gegenuber den Zuleitungen (3) etwas abgesenkt ist 
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(54) HUe; ELECTRONIC COMPONENT 

(54) Bezdehaang: BLEKTRONISCHES BAUELEMENT 



(57) Abstract 

The invention relates to an electronic component (1) in which a standard feeder cable moisting frame (2) is used. wh^islandW 
is designed to accommodate an integrated switch circuit (I) which is dimcnaionaliy adapted to the base surface of said integrated switch 
circuit (1) in order to minimize and prevent housing deformations. 

(57) Zusammenlassmig 

Die Erfindunc betrifft oin deJctmrusches Bauelement (1). be! dem ein Standardzuleitungsrahmen (2) verwendct wird, dessen zur 
Auft£™ Wd«lw 0) eeeigoete Insel (4) grWsenmassifi an ^Gnrndflache *. Imegrierten SchaUknuses (1) 

angepasst wird, um auf diese Weise Gehfluseverbiegungen zu minimieren und zu verbmdern. 


